
PowerPump™セル・バランシング搭載、PowerLAN™
デュアル・セルLiイオン・バッテリ・モニタ

特　長
●	最大2セルの電圧および温度を個別に監視
●	最大12個の直列セル、1つまたは複数の並列セル
からなるバッテリ・パックに対し、包括的な低コス
ト・ソリューションを構成（bq78PL114とともに使
用した場合）

●	高度なPowerPump™バランシング・テクノロジーに
よってLiイオン・バッテリ・パック内のセルを均等化
し、実行時間およびセル寿命を延長

●	PowerPump™セル・バランシングでは、すべての動
作条件でセル間の電荷転送を行い、余分な電流や
発熱を回避

●	独自のPowerLAN™絶縁通信テクノロジーにより、
直列ストリング内のすべての個別セル電圧を同時
に測定可能

●	低消費電流：
	 −	250μA未満（アクティブ）
	 −	35μA未満（スタンバイ）
	 −	1μA未満（低電圧シャットダウン）
●	セルに直接接続、分圧抵抗なし
●	サポート回路用の内部LDOレギュレータ
●	非常に小さなフットプリント：3mm × 3mm
●	デルタ・シグマA/Dコンバータを使用したmV単位の
測定分解能

●	自己校正による時間ベース - bq78PL114とともに
使用する場合は水晶が不要

アプリケーション
●	無停電電源（UPS）
●	携帯型医療機器および試験機器
●	電動自転車、マイルドEV用バッテリ・パック
●	マルチセル直列ストリング ≥ 5S

関連デバイス
●	bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コント
ローラ

概　要
bq76PL102 PowerLANデュアル・セル・バッテリ・モニタ

は、最大12個の充電可能なLiイオン・セルに対する包括的でス
ケーラブルなバッテリ管理システムの一部です。bq76PL102
は、直列ストリング内の1個または2個のセルに接続され、各セ
ルの電圧および温度を個別に監視して、それらのパラメータを
PowerLAN通信ネットワーク経由で通知します。bq78PL114マ
スタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラとの組み合わせに
より、セル数の多いアプリケーションに対して、完全なバッテ
リ監視/管理システムを構成できます。

バッテリ監視機能をセル毎に分割することで、各セルに近い
位置で接続および測定を行うことができます。これにより、競
合製品と比較して、より優れた精度および管理性が得られま
す。また、この方式に基づき、PowerPumpセル・バランシング・
システムが実装されています。これは、ブリード・バランシン
グ手法のような過度な発熱や制限を伴わずに、Liイオン・バッ
テリの容量をアクティブにバランスさせる技法です。

bq76PL102のPowerPumpセル・バランシング・テクノロジー
では、電荷転送手法を用いることにより、余分なエネルギー
を熱として放出することなく、エネルギーをセルからセルへと
必要に応じて動的に移動させます。バランシングは、充電、放
電、休止のすべてのバッテリ動作モードで実行されます。バ
ランシングは、PowerLANシステム上のすべてのセル間で調整
されます。PowerPumpバランシング・テクノロジーにより、動
作時間とセル寿命が長くなります。

PowerLAN通信アーキテクチャは、他のソリューションで見
られるような過度の電力消費、部品数の増加、コスト上昇など
を避けながら、厳しいEMI/RFI環境内で堅牢な通信を行える
ように設計されています。PowerLANでは、bq76PL102デュ
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	 静電気放電対策

　これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内蔵
しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電
破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイス
を導電性のフォームに入れる必要があります。
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図 1. bq76PL102の概略内部ブロック図

アル・セル・バッテリ・モニタの直列接続を使用して、簡単にス
ケーラビリティを実現できます。高電圧セルの測定に関わる複
雑な制約なしで、最大12個の直列セルからなる多セル・バッテ
リ・システムを簡単に構築できます。

bq76PL102は、bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・
コントローラとの組み合わせで動作します。
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製品オプション
bq76PL102は現在、3mm × 3mmのQFN-16パッケージ

bq76PL102RGTで供給されており、定格動作温度範囲は–40℃～ 
85℃です。（具体的なパッケージ情報、寸法、および公差につ
いては、図5を参照してください。）

　•	 テープ・リールで数量250の場合は、bq76PL102RGTTをご
注文ください。

　•	 テープ・リールで数量3000の場合は、bq76PL102RGTRを
ご注文ください。
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ピン機能
ピン

I/O(1) 説明(2)
名前 番号

PUMP1N 6 O 電荷バランス・ゲート駆動、セル1ノース
PUMP1S 5 O 電荷バランス・ゲート駆動、セル1サウス
PUMP2N 8 O 電荷バランス・ゲート駆動、セル2ノース
PUMP2S 7 O 電荷バランス・ゲート駆動、セル2サウス
SDI 4 I サウス側、下流部品からのPowerLANシリアル・データ入力
SDO 9 O ノース側、上流部品へのPowerLANシリアル・データ出力
XT1 14 IA 外部温度センサ1入力（50μAに校正）
XT2 13 IA 外部温度センサ2入力（50μAに校正）
TCK 10 NC 接続なし
TDI 3 NC 接続なし
TMD 11 NC 接続なし
V1 15 IA 中点セル接続（セル1正側、セル2負側）
V2 12 P, IA 最も正側のセル電圧に接続（セル2正側）(3)

VLDO 2 P 低ドロップアウト・レギュレータ出力 - VPPに接続（4.7μFのコンデンサでバイパス）
VPP 16 P VLDOに接続
VSS 1 P 最も負側のセル電圧に接続（セル1負側）

— P サーマル･パッド - VSSに接続
（1）I = 入力、IA = アナログ入力、O = 出力、P = 電源、NC = 接続なし
（2）セルの番号は、負側（セル1）から正側（セル2）への順に付与され、ローカルに参照されます。
（3）バッテリ・パック内の直列セル数が奇数である場合は、最上位のbq76PL102のピンV2を同じbq76PL102のピンV1に接続します。

図 3. bq76PL102のピン配置（上面図）

＜注意＞ このデバイスは、静電気放電（ESD）に敏感です。内部回路の損傷を防ぐため、デバイスの保管および
 取扱いの際には、ESDに関連した適切な注意事項を遵守してください。
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電気的特性
TA = –40°C～85°C（特に記述のない限り）

パラメータ テスト条件 MIN TYP MAX 単位
DC CHARACTERISTICS

Two-cell configuration 2.5 3.6 4.5VCELL
(1) (2)

Cell voltage input V
One-cell configuration(2) 2.8 3.6 4.5

IDD Operating current (cell 2) Measuring, reporting, or balancing 250 350 μA
ISTBY Standby-mode current (cell 2) Idle 32 50 μA
ISHIP Ship-mode current (cell 2) 10 30 μA
IUVM

(3) Cell extreme undervoltage-mode
current

V1 < 2.8 V 0.5 1 μA
(cell 2)

VStartup Minimum startup voltage, V1 and V2 2.9 V
CELL VOLTAGE MEASUREMENT CHARACTERISTICS

V1 measurement range 2.75 4.5 V
V2 measurement range 2.75 4.5 V
Analog resolution <1 mV

25°C ±3 ±7
Accuracy (after calibration) mV

0°C to 85°C ±10(4)

Measurement temperature coefficient +150 μV/°C
Conversion time(5) 80 ms

INTERNAL TEMPERATURE MEASUREMENT CHARACTERISTICS
Measurement range –30 85 °C
Resolution 0.1 °C
Accuracy (after calibration)(4) 0°C to 85°C ±2 °C
Temperature coefficient +1.28 mV/°C

（1）単一セル動作の場合は、V1をV2に接続する必要があります。
（2）パワーアップ後の動作中
（3）bq78PL114によって強制的に設定される状態
（4）85℃での温度係数によって生じる電圧シフトを基準とします。
（5）ノード間のタイミング遅延による遅延時間は含みません。

絶対最大定格
動作温度範囲内（特に記述のない限り）(1)

VALUE 単位
TA Operating free-air temperature (ambient) –40～85 °C
Tstg Storage temperature –65～150 °C
Voltage on SDO Note: not VSS-referenced (V1 – 0.5)～ (V2 + 0.5)(2) V
Voltage on SDI Limited by lower cell voltage (VSS – 0.5)～ (V1 + 0.5)(2) V
Voltage on V1 (V1 – VSS)(2) Maximum cell voltage –0.5～5 V
Voltage on V2 (V2 – V1) (2) Maximum cell voltage (not VSS-referenced) –0.5～5 V
Voltage on XT1 or XT2 With respect to VSS (VSS – 0.5)～ (V1 + 0.5) V

JEDEC, JESD22-A114 human-body model, R = 1500 Ω,ESD tolerance 2 kVC = 100 pF
（1）絶対最大定格以上のストレスは、製品に恒久的・致命的なダメージを与えることがあります。これはストレスの定格のみについて示してあり、
 このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置く
 と、本製品の信頼性に影響を与えることがあります。
（2）セルの番号は、負側（セル1）から正側（セル2）への順に付与され、ローカルに参照されます。
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MIN TYP MAX
EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR(S) TYPICAL CHARACTERISTICS(6)

Measurement range(7) –40 90 °C
Resolution 0.2 °C

25°C ±2 °C
Accuracy(8)

0°C ～85°C ±2 °C
PowerPump ELECTRICAL CHARACTERISTICS (FOR bq76PL102)(9)

VOH High drive, PUMP1S, PUMP2S IOUT = 10 μA 0.9 V1 V
VOL Low drive, PUMP1S, PUMP2S IOUT = –200 μA 0.1 V1 V
VOH High drive, PUMP1N, PUMP2N IOUT = 200 μA 0.9 V1 V
VOL Low drive, PUMP1N, PUMP2N IOUT = –10 μA 0.1 V1 V
IOH Source current, PUMP1S, PUMP2S VOH = V1 – 0.8 V 250 μA
IOL Sink current, PUMP1N, PUMP2N VOH = V1 + 0.2 V –250 μA
tr Signal rise time CLoad = 300 pF 100 ns
tf Signal FET fall time CLoad = 300 pF 100 ns
fP Frequency 204.8 kHz

PUMP1S, PUMP2S 67%
PWM duty cycle(10)

PUMP1N, PUMP2N 33%
LDO VOLTAGE CHARACTERISTICS(11)

VLDO Single-cell operation, referenced to VSS Load = 200 μA at 25°C, V1 = 2.8 V 2.425 2.5 2.575 V
VLDO Dual-cell operation, V1 = V2 = cell voltage Load = 2 mA at 25°C 2.425 2.5 2.575 V
VLAN SIGNALS(12)(13) (14)

SDI, C coupling = 1000 pf 100
CL Load capacitance pF

SDO 100
VIH Input logic high SDI 0.8 VLDO V
VOH Output logic high SDO 0.9 VLDO V
VIL Input logic low SDI 0.2 VLDO V
VOL Output logic low SDO 0.1 VLDO V
tr Input rise time SDI 500 ns
tf Input fall time SDI 500 ns
tor Output rise time SDO 30 50 ns
tof Output fall time SDO 30 50 ns

電気的特性
TA = –40°C～85°C（特に記述のない限り）

パラメータ テスト条件 単位

（6） 推奨回路を使用したデュアル・ダイオード（MMBD4148または相当品）外部センサに対する標準値
（7） ダイオード・センサの範囲は、ICおよびバッテリ・セルの動作制限よりも広い場合があります。
（8） 校正後の標準動作。最終的な結果は、具体的な部品特性に依存します。
（9） すべてのパラメータは、標準セル電圧 = 3.6Vで測定されています。
（10）各ポンプ・ゲート駆動信号の周波数およびデューティ・サイクルは、bq78PL114によって設定されます。
 PUMPxN信号は、正のデューティ・サイクルを持ち、NチャネルMOSFETでスイッチングされます。
 PUMPxS信号のデューティ・サイクルは、（100 - PUMPxN信号のデューティ・サイクル）です。
（11）校正後
（12）設計で規定される値
（13）bq76PL102のSDIおよびSDOピンは、それぞれ下流および上流のセル回路からAC結合されています。
 ここに規定される制限は、SDIおよびSDOの立ち上がりおよび立ち下がり仕様内で発生する必要のある電圧遷移です。
（14）規定される値は、入力電圧範囲全体および最大負荷容量に対する値です。
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機能セット
bq76PL102デュアル・セルLiイオン・バッテリ・モニタは、

PowerPumpバランシング・テクノロジーを搭載し、1個または2
個の直列Liイオン・セル（並列数は任意、ただし他の設計要素に
よって制限）に対して、バッテリ電圧測定、温度測定、および
バランシング機能を提供します。

以下の機能が含まれます。

　•	 2個の外部温度センサをサポート
　•	 直列ストリング内のすべてのセル電圧を同時に同期して測定
　•	 各セルについて最新の測定結果を非同期に通知
　•	 セル毎に完全に独立した測定
　•	 セル間の電荷転送を使用したPowerPumpセル・バランシング
　•	 他のbq76PL102デバイスまたはbq78PL114マスタ・ゲート

ウェイ・バッテリ管理コントローラとのPowerLAN絶縁通信
　•	 低電力動作

動作
セル電圧測定

電圧測定は、セル毎に用意された高性能デルタ-シグマA/D
コンバータ（ADC）を使用して行われます。校正済みのバンド
ギャップ電圧リファレンスがデバイス内部に備えられていま
す。測定は、bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理
コントローラから1線式PowerLANシリアル通信バス経由で要
求されたときに行われます。これにより、すべてのセルを、同
じ負荷条件下で、厳密に同時に測定できます。

セル温度測定
温度測定値は、1個の内部センサと最大2個の外部センサを

使用して取得できます。各外部センサは、1個（または、精
度を向上させるために2個）の直列接続ダイオードと、1個の
フィルタリング用コンデンサから構成されます。1つのSMT
パッケージ内で2個のダイオードを使用することを推奨します

（MMBD4148SEまたは相当品）。ダイオードは、回路基板から
最大6インチ（15cm）の位置に配置できます。不要なノイズ結合
を最小限に抑えるため、RFフィルタ・コンデンサはダイオード
にできる限り近づけて配置してください。

温度測定サブシステムでは、電圧測定に使用するのと同じ
デュアルADCを使用します。温度測定は電圧測定とは完全に独
立しており、通常は、bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテ
リ管理コントローラからのコマンドによって、電圧測定の何分
の1かの頻度で実行されます。

セル・バランシング
バランシングは、任意の個数のサポートされたセル間で行

われます。bq76PL102、およびPowerLANファミリのマスタ・
ゲートウェイ・バッテリ・コントローラは、4個を超える直列セ
ルを使用した設計に対して最適化されています。

特許取得済みのPowerPumpセル・バランシングは、セルの
アンバランスに起因するマルチセル・バッテリのサイクル寿命
の減少を防ぎ、バッテリ・システムの動作時間を劇的に延長で
きます。PowerPumpは、単に充電エネルギーを熱として放出
するのではなく、セル間で電荷を効率的に転送します。高容量
セルから低容量セルへと電荷が移動され、また、任意の数の直
列セル要素間で必要に応じて移動できます。バランシングは、
充電、放電、休止のすべてのバッテリ動作モードで実行されま
す。抵抗ブリード・バランシングと比較すると、熱として失わ
れるエネルギーはほとんどありません。実際のバランス電流は
部品選択によって外部でスケーリングでき、アプリケーション
またはセルの要件に応じて、10mA～1A（標準100mA）の範囲で
設定できます。（図7の参照回路図を参照してください。）

セル・バランシングのアルゴリズムは、bq78PL114 PowerLAN
マスタ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラによって一元
的に調整され、bq76PL102デュアル・セルLiイオン・バッテリ・
モニタのアレイ全体に適用されます。バランシングは、セル・
スタック・アレイ内の各bq76PL102によって、ノース（セル・ス
タック内で上方へ）とサウス（セル・スタック内で下方へ）の両方
向に実行されます。各bq76PL102ノードが、バランシングのた
めにセル間で電荷を転送する回路（ポンプ）を搭載しています。
バランシング・アルゴリズムはbq78PL114マスタ・ゲートウェ
イ・バッテリ・コントローラ内に実装され、PowerLAN通信リン
クを経由して各bq76PL102にコマンドが送信されます。個々の
セルで必要となるバランシングを追跡することで、バッテリ全
体の安全性が強化され、多くの場合、内部の微小な短絡や他の
セル障害の早期検出が可能になります。

セル・バランシング用のポンピング（セル間の電荷転送）は、
bq76PL102の制御下で、単純なフライバック・コンバータを形
成する回路を用いて行われ、各bq76PL102はマスタ・ゲート
ウェイによって制御されます。PUMPnd（nはセル番号、dは方
向）の出力によって、MOSFETトランジスタが制御され、1つの
セルからインダクタを充電した後、他のMOSFETの内部ボディ・
ダイオードを通して隣接セルへとインダクタを放電します。

　•	 PUMP1S：セル1から隣接する下位セル（バッテリの負端に
近い方のセル）へと電荷を転送します。この信号は、スト
リング内の最初（最下位）のセルでは使用されません。

　•	 PUMP1N：セル1からセル2へ電荷を転送します。
　•	 PUMP2S：セル2からセル1へ電荷を転送します。
　•	 PUMP2N：セル2からパック内の隣接する上位セル（バッ

テリの正端に近い方のセル）へと電荷を転送します。この
信号は、ストリング内の最上位セルでは使用されません。
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PowerLAN通信
PowerLAN通信テクノロジーは、マルチセル環境でのバッテ

リ管理用に設計された、特許取得済みのシリアル・ネットワー
クおよびプロトコルです。PowerLANは、セル電圧および温度
の測定の開始と結果の通知、およびセル・バランシングの制御
に使用されます。PowerLANでは、1個のコンデンサだけを使
用し、隣接するbq76PL102デバイスからの電圧を分離すること
で、精度および正確さを犠牲にすることなく、高電圧のスタッ
ク・アセンブリを使用可能にします。PowerLANは最大12個の
直列セルをサポートするよう拡張可能です（各bq76PL102が2
個の直列セルを処理）。PowerLANは、ESD許容度が高く、近
傍のデジタル回路やスイッチング電流から発生するノイズに対
しても高い耐性を持ちます。各bq76PL102がPowerLANシリア
ル入力ピンとシリアル出力ピンの両方を備えています。受信し
たデータはバッファリングされて再送信され、信号忠実度を損
なわずに多数のノードを使用できます。信号はノード間でコン
デンサ結合されるため、高いDC絶縁が提供されます。

動作モード
bq76PL102は通常、アクティブかスタンバイのいずれかの

モードで動作します。通常はスタンバイ・モードであり、消費
電流は標準で50mA未満です。このモードでは、低ドロップア
ウト・レギュレータ出力が引き続き機能しており、内部システ
ム保護機能（低電圧、通信タイムアウトなど）も有効です。

PowerLAN通信イベントが発生すると、bq76PL102はアク
ティブ・モードに遷移し、消費電流は標準250μAに増加します。
bq76PL102は、このモード内で、測定またはセル・バランシン
グのポンピング動作を完了します。このモードでの動作が終了
すると、スタンバイ・モードへの遷移が自動的に行われ、全体
の消費電力を低減します。

また、bq78PL114マスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コント
ローラからのコマンドによって、およびセル電圧が設定済みの
スレッショルドを下回った場合に、超低電流の低電圧モードに
遷移できます。このモードは、長期間使用しないときにバッテ
リ容量を保持するために使用され、消費電流は約1μAです。

セル・バランシング電流はbq76PL102の外部を流れ、アプリ
ケーションでのニーズに応じて大きさを調整できます（標準で
10mA～1A）。これらの電流は、セル・バランシング回路によっ
て固定され、bq76PL102では、（bq78PL114の制御下で）必要
なセル・バランシング動作を実現するためにイネーブルまたは
ディスエーブルにできます。

相補的製品
PowerLANマスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラ

PowerPumpセル・バランシングを備えたTIのbq78PL114マス
タ・ゲートウェイ・バッテリ管理コントローラは、包括的なマル
チセル・バッテリ・システム用の中央コントローラです。

この高度なマスタ・ゲートウェイ・バッテリ・コントローラは、
bq76PL102セル・モニタによって監視される最大12個の直列セ
ルとともに動作し、バッテリ電圧、温度、電流、および安全性
の監視、充電状態および正常性情報の取得、システム全体にわ
たる内部PowerLAN通信、さらには、業界標準のSMBusイン
ターフェイスを介したバッテリ・パラメータの外部通知を実現
します。
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PowerLAN 6セル・バッテリ・モニタ
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図 4. bq76PL102を使用したbq78PL114による6セル・ゲートウェイ・コントローラ回路の概略
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図 5. bq76PL102の概略動作回路図例
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100
S

図 6. 高バランシング電流のbq76PL102動作回路図
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Orderable Device Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan (2) Lead/Ball Finish MSL Peak Temp (3)

BQ76PL102RGTR ACTIVE QFN RGT 16 3000 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR

BQ76PL102RGTT ACTIVE QFN RGT 16 250 Green (RoHS &
no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR

パッケージ情報
製品情報

（1）マーケティング･ステータスは次のように定義されています。
ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。
LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。
NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。
PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。
OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

（2）エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。
TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。
Pb-Free（RoHS）：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。
Pb-Free（RoHS Exempt）：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。
Green（RoHS & no Sb/Br）：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

（3）MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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*All dimensions are nominal
Device Package

Type
Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

BQ76PL102RGTR QFN RGT 16 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
BQ76PL102RGTT QFN RGT 16 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2

テープおよびリール･ボックス情報

REEL DIMENSIONS

TAPE AND REEL INFORMATION

TAPE DIMENSIONS

A

W1

K0

A0

B0

P1

Cavity

W

A0

B0

K0

W

P1

Dimension designed to accommodate the component width

Dimension designed to accommodate the component length

Dimension designed to accommodate the component thickness

Overall width of the carrier tape

Pitch between successive cavity centers

パッケージ･マテリアル情報
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*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

BQ76PL102RGTR QFN RGT 16 3000 346.0 346.0 29.0
BQ76PL102RGTT QFN RGT 16 250 210.0 185.0 35.0

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

パッケージ･マテリアル情報
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RGT（S–PVQFN–N16）	 PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LAED

メカニカル･データ

注：	A.	 直線寸法はすべてミリメートル単位です。寸法および許容誤差は、ASME Y14.5M-1994によります。
	 B.	 本図は予告なしに変更することがあります。
	 C.	 QFN（クゥアド･フラットパック･ノーリード）パッケージ構造。
	 D	 パッケージのサーマルパッドは、熱的および機構的特性を得るために基板に半田付けする必要があります。
	 E.	 露出サーマル・パッドの寸法および形状についての詳細は、データシート内のサーマルパッド・メカニカル・データを参照してください。
	 F.	 JEDEC MO–220に準拠します。
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（SLUS887A）

RGT（S–PVQFN–N16）	

サーマルパッド･メカニカル･データ

熱的特性に関する資料
このパッケージには、外部ヒートシンクに直接接続するよう

に設計された、露出したサーマル･パッドが装備されています。
このサーマル･パッドは、プリント基板（PCB）をヒートシンク
として使用できるように、PCBに直接半田付けする必要があり
ます。また、サーマル･ビアを使用して、サーマル･パッドをグ
ランド･プレーンまたはPCB内に設計された特別なヒートシン
ク構造に直接接続することができます。この設計により、ICか
らの熱伝導が最適化されます。

QFN（Quad Flatpack No-Lead）パッケージとその利点につい
ては、アプリケーション･レポート『Quad Flatpack No-Lead 
Logic Packages』（Texas Instruments文献番号SLUA271）を参照
してください。このドキュメントは、ホームページwww.ti.com
で入手できます。

このパッケージの露出したサーマル･パッドの寸法を次の図
に示します。に設計された、露出したサーマル･パッドが装備
されています。

注：	全ての線寸法の単位はミリメートルです。

サーマル･パッド寸法図
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